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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝結構的製造方法，步驟包括：
在一載體晶圓的一表面上形成一第一封裝單元，所述第一封裝單元包括：一第一重佈線

層、設於所述第一重佈線層表面的多個第一連接部、設於所述第一連接部之間的至少一

第一晶片、設於所述第一晶片及所述第一重佈線層上的一第一塑封層、設於所述第一塑

封層上的一第二重佈線層、設於所述第二重佈線層表面的多個第二連接部，所述第一連

接部與所述第一重佈線層電連接，所述第一連接部和所述第一晶片的表面露出所述第一

塑封層，所述第二重佈線層與所述第一連接部、所述第一晶片及所述第二連接部電連

接，所述第二連接部的其中一者凸設於所述第二重佈線層的表面且所述第二連接部的另

外一者齊平於所述第二重佈線層的表面；

提供一第二封裝單元，所述第二封裝單元包括一第三重佈線層、形成於所述第三重佈線

層一表面的多個第三連接部、以及封裝在所述第三重佈線層另一表面的至少一第二晶

片，所述第三重佈線層分別與所述第三連接部和所述第二晶片電連接，其中所述第三連

接部的其中一者與所述第三重佈線層的一表面齊平且所述第三連接部的另外一者凸出於

所述第三重佈線層的所述表面；

將所述第一封裝單元與所述第二封裝單元進行組裝貼合，使所述第三連接部與所述第二

連接部電連接；以及

移除所述載體晶圓，並在所述第一重佈線層的表面形成多個球柵，得到所述封裝結構。

2.　如請求項 1所述的製造方法，所述第一封裝單元的製備方法包括：
於所述載體晶圓上形成所述第一重佈線層；

於所述第一重佈線層背離所述載體晶圓的表面形成多個所述第一連接部，並使所述第一

連接部與所述第一重佈線層電連接；

將至少一所述第一晶片倒裝在所述第一重佈線層背離所述載體晶圓的表面上；

對所述第一晶片和所述第一重佈線層進行塑封，形成所述第一塑封層，並使所述第一連

接部和所述第一晶片的表面露出所述第一塑封層；
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於所述第一晶片露出所述第一塑封層的表面形成所述第二重佈線層，並使所述第二重佈

線層與所述第一連接部和所述第一晶片電連接；以及

於所述第二重佈線層的表面形成多個第二連接部，並使所述第二連接部與所述第二重佈

線層電連接，得到所述第一封裝單元。

3.　如請求項 1所述的製造方法，所述第二封裝單元的製備方法包括：
製備所述第三重佈線層，其中，所述第三重佈線層包括一第三走線及一第三介電層；

於所述第三重佈線層的一表面形成所述第三連接部，所述第三連接部與所述第三走線電

連接；

於所述第三重佈線層背離所述第三連接部的另一表面貼裝所述第二晶片，使所述第二晶

片與所述第三走線電連接；及

將所述第三重佈線層與所述第二晶片進行塑封，形成第二塑封層，得到所述第二封裝單

元。

4.　如請求項 1所述的製造方法，將所述第一封裝單元與所述第二封裝單元進行組裝貼合的
步驟之前，步驟更包括：

於所述第二重佈線層上形成一膠粘層，其中當所述第二連接部凸設於所述第二重佈線層

的表面，所述第二連接部凸出所述膠粘層，當所述第二連接部齊平設於所述第二重佈線

層的表面，所述膠粘層對應所述第二連接部具開口使所述第二連接部露出所述膠粘層。

5.　如請求項 1所述的製造方法，其中所述第一重佈線層包括一第一走線及一第一介電層，
所述第一走線電連接所述第一連接部。

6.　如請求項 1所述的製造方法，其中所述第二重佈線層包括一第二走線及一第二介電層，
所述第一晶片露出所述第一塑封層的表面設有至少一金屬凸點，所述第二走線與所述第

一連接部、所述金屬凸點及所述第二連接部電連接。

7.　如請求項 1所述的製造方法，其特徵在於，所述第一重佈線層、所述第二重佈線層、所
述第三重佈線層均通過增層技術製備而成。

8.　一種半導體封裝結構，包括：
一第一封裝單元，所述第一封裝單元包括：

一第一重佈線層；

多個球柵，設於所述第一重佈線層一表面，與所述第一重佈線層電連接；

多個第一連接部，設於所述第一重佈線層背離所述球柵的表面上，與所述第一重佈線層

電連接；

至少一第一晶片，設於所述第一連接部之間；

一第一塑封層，設於所述第一晶片及所述第一重佈線層上，其中所述第一連接部和所述

第一晶片的表面露出所述第一塑封層；

一第二重佈線層，設於所述第一塑封層上；

多個第二連接部，設於所述第二重佈線層表面；

其中，所述第二重佈線層與所述第一連接部、所述第一晶片及所述第二連接部電連接，

所述第二連接部的其中一者凸設於所述第二重佈線層的表面且所述第二連接部的另外一

者齊平於所述第二重佈線層的表面；

一第二封裝單元，與所述第一封裝單元相互貼合，所述第二封裝單元包括：

一第三重佈線層；

多個第三連接部，形成於所述第三重佈線層一表面，所述第三連接部的其中一者齊平設

於所述第三重佈線層的表面且所述第三連接部的另外一者凸設於所述第三重佈線層的表

面；

至少一第二晶片，封裝在所述第三重佈線層另一表面；

(2)
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其中，所述第三重佈線層分別與所述第三連接部、所述第二晶片及所述第二連接部電連

接，凸出的所述第二連接部與齊平設置的所述第三連接部連接，齊平設置的所述第二連

接部與凸出的所述第三連接部連接。

9.　如請求項 8所述的半導體封裝結構，其特徵在於，所述第一封裝單元與所述第二封裝單
元之間設有一膠粘層，所述第二連接部穿過所述膠粘層與所述第三連接部電連接，且所

述第三連接部穿過所述膠粘層與所述第二連接部電連接。

10.   如請求項 9所述的半導體封裝結構，其中所述膠粘層為光刻膠。
圖式簡單說明

為使本揭露之上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂，所附圖式之說明如

下：

圖 1為本發明一實施例提供的半導體封裝結構的製造方法的流程圖。
圖 2至圖 7為本發明一實施方式提供的半導體封裝結構的製造過程示意圖。
圖 8為本發明一實施方式提供的半導體封裝結構的結構示意圖。

(3)
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